
Výkonové spínací 
tranzistory



IGBT tranzistory

• Používají se jako výkonové spínací prvky do frekvencí 50 -
100 kHz.

• Mají výhody tranzistorů MOSFET z hlediska vstupu a 
výhody BJT z hlediska výstupu.

• Mají delší spínací časy než MOSFET.



Vnitřní struktura IGBT (PT & N-Channel)



Aplikace IGBT ve spínaných zdrojích s 
velkým výkonem

malé výkony velké výkony

Spínané zdroje:
• zdroje pro PC,
• svářecí invertory,
• zdroje plazmatu atd.



Porovnání velikosti úbytku napětí na IGBT a 
POWER MOSFET v sepnutém stavu



Spínací vlastnosti IGBT tranzistorů



Porovnání strmosti  IGBT a MOSFET



Rychlé a skokové “tvrdé spínání“ MOSFET 
nebo IGBT spínače



Skokové “tvrdé” vypínání



Buzení MOSFET nebo IGBT přes 
oddělovací transformátor



Obnovitel stejnosměrné složky za 
oddělovacím  transformátorem



Zrychlení  vypnutí  spínače  PNP  tranzistorem



Přidání proudového budiče  za  generátor pulzů





Budiče pro IGBT a MOSFET spínače. 

• Integrované budiče schopné budit efektivně vstup 
IGBT/MOSFET tranzistoru.

• Musí být schopné dodat velký proud v pulzu na nabití kapacity 
CGE



Vnitřní schéma budiče  IR4426 



• spíná střídavě horní a dolní MOSFET/IGBT







Metoda zrychlení vypnutí



Budiče s oddělovacími transformátory



Spínané zdroje
• Moderní a efektivní řešení.
• Možnost použít transformace na vysoké frekvence.
• Vysoké frekvence spínání -> malé rozměry transformátoru -> 

malé filtrační kapacity.
• Používá se pulzně šířková modulace se zpětnou vazbou pro 

regulaci a stabilizaci výstupního napětí nebo proudu případně 
výkonu.

Základní uspořádání
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